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K. ROSZKIEWICZ, A. BRZOZOWSKI: Pomiar rozkfadu fosforu w warstwach epitakcjalnych
GaAsi1xPxw oparciu o efekt fotowoltaiczny

Przedstawiono nowa metode okreslania wspofczynnika ,.x” w warstwach epitaksjalnych
GaAsi1xPxw oparciu o efekt fotowoltaiczny.

Przeprowadzono pomiary rozktadu fosforu po powierzchni 1 w gtab tych warstw oraz porownano
2z metoda mikroanalizy rentgenowskiej.

M. KUSOWSKI, S. PELCZYNSKA, H. MOGIELNICK!, H. BLIZNIAK: Oczyszczame bizmutu metods
topienia strefowego

Przedmtotem pracy byto badanie efektywnosci oczyszczania bizmutu w procestie topienia strefo-
wego z zastosowaniem grzania indukcyjnego. Rozktad zanieczyszczen we wlewkach okreslono
na podstawie analizy pobieranych probek. Na podstawie analiz metoda spektrometrii masowej
stwierdzono, ze zgodnie z kierunkiem ruchu strefy przesuwajg sie nastepujgce zanieczyszczenia:
B,F,S1,P, S, Cl CriTi. Wielkos¢ stezenia Sb, Fe oraz wyzej wymienionych zanieczyszczen limituje
efektywnos$¢ procesu oczyszczanta 1 mozliwosc uzyskania bizmutu 0 najwyzszej czystoscl

S. CENDROWSKI, W. BLINKOW, J. MROWCZYNSKI: Sposob obliczania grubosci warstwy emulsji
S$wiatfoczulej naniesionej na plyty metodg wyciggania

Artykut jest probg matematycznego okresienia grubosci warstwy emulsji $wiattoczutej, ktora po
zostaje na powierzchni pokrywanej ptyty, gtownie wykonanej z metalu, podczas pokrywania jej
metoda kontrolowanego zanurzenia (dip-coating). Zaleznos¢ matematyczna zaproponowana
w artykule pozwala okreslic grubos¢ warstwy emulsji $wiattoczutej w dowolnym punkcie ptyty
pokrytej emulsja, co ma szczegolne znaczenie dla praktykow, w celu wyeliminowania tzw. klina
warstwy swiattoczutej. Dane eksperymentalne potwierdzaja zaproponowana zaleznos¢, ktora
moze by¢ rekomendowana dia praktycznego stosowania.

Z. KUZMA, B. CHEtMINSKI: Metody odzysku zfota z odpadow w mikroelektronice

Dokonano przegladu metoda roztwarzania 1 redukcji ztota. Przedstawiono odzysk ztota 2 odpa
dow ze stopow FeNi 1 FeNiCo.

A. KOSTKOWSKI: Przygotowanie cienkich foln z drutu wolframowego do obserwacji w mikro-
skopie elektronowym

Przedyskutowano 1 sprawdzono szereg metod przygotowania probek z drutu wolframowego do
obserwacji w mikroskopie elektronowym metoda transmisyjng. Opracowano metode wtasna,
przydatna dla kruchych, zrekrystalizowanych drutow wolframowych. Metoda bazuje na polero
waniu mechanicznym 1 trawieniu elektrolitycznym.

K. BZIAWA, W. BUCHOLC: Otrzymywanie drobnoziarnistych proszkow spoiw miekkich metoda
rozpylania cieklego metalu

Przedstawiono metode otrzymywania drobnoziarnistych proszkow spoiw miekkich przeznaczo-
nych do wytwarzania spoiw w postaci past lutowniczych, urzadzenie laboratoryjne do rozpylania
ctektego metalu oraz wynitki badan wptywu niektorych parametrow technologicznych na aiarnis
tosc otrzymywanych proszkow stopu PbSn63 1 wydajnos¢ dyszy rozpylajacej.
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K. ROSZKIEWICZ, A. BRZOZOWSKI: Prnospnorus content profile measurement in GaAs! x Px epi-
taxial layers, based on the photovoltaic phenomenon

A new method measurement of ,,x” coefficient in GaAs1 x Pxepitaxial layers, based on the photo
voltaic phenomenon, 1s presented.

The phosphorus content profile measurements on the surface and against depth of the epitaxial
layers were performed and the results were compared with those obtained by the X —ray mikroa-
nalysis method.

M. KUSOWSKI, S. PELCZYNSKA, H. MOGIELNICK!I, H. BLIZNIAK: Refining of bismuth by zonal
melting method

Research of bismuth refining efficiency during zonal melting process with the application of in-
ductive heating was the subject of the work. The distribution of impurities in ingots was determ:-
ned on the base of sampling analysis. It was found by mass spectromatry analysis thatB, F, Si, P,
S, Cl, Cr and Ti impurities moved on the direction of the zone’ moving.

The concentration of Sb, Fe and other impuritites mentioned above limits refining efficiency and
possibility to obtain the highest purity bismuth.

S. CENDROWSKI, W. BLINKOW, J. MROWCZYNSKI: A method of calculation of the thicknes of
light-sensitive emulsion layer, deposited on the plate by dip-coating technique

The paper 1s a trail of calculation of the thickness of photoresist layer, which remains on coated
plate, first of all on metallic surfaces, when dip-coating technique is used. Proposed mathematical
dependance lets calculate the thickness of photoresist layer in every point of the coated plate, and
thatis especially interesting for practical works for eliminating the ,,wedge" effect of photoresist
layers. Experimental tests confirm proposed formula, which may be recommended for practical
use.

Z. KUZMA, B. CHELMINSK!: Methods of Gold Recovery

The review of methods of gold removing and reduction 1s given. Gold recovery from scrap FeNi
and FeNiCo alloys 1s presented.

A. KOSTKOWSKI: Preparation of Tungsten Wire for Examination by Transmussion Electron Mic
roscopy

The variety of different methods for the preparation of tungsten wire for examination by transmis
sion electron microscopy was discussed and checked. The original method suitable for brittle, rec
rystallized tungsten wire was worked out. The method 1s based on the mechanical polishing and
subsequent electrolitical etching.

K.BZIAWA,W.BUCHOLC: Obtaining ot fine-grained powders of soft solders by the atomisation o/
- liquid metal

The method of obtaining of soft solders’ fine-grained powders and the laboratory installation for
atomisation of lquid metal was presented. The powders are applicated to manufacturing the sol
dersin the form of soldering paste. The influence of some technological parameters on graininess
of obtained powders from the PbSné63 alloy and on efficiency of atomizing nozzle was described.
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K. POWKEBWY, A. BXXO30BCKWU: Usmeperun pacnpedenernusa ochopa e 3numancuasib Hpix
cnoax GaAs1x Px, ocHo8aHHbIE HO HOMOE0ALMUYECKOM 3Hhexme

NpeanoxeH HOBbI METOA ONpedeneHnA napamerpa ,x’' B annTakcuansHbix cnoAx GaAst x Px,
OCHOBA@HHbIA Ha pOoTOBOMbTAaNuECKOM 3dpdekTe. [poBeaeH bl U3MEPEHNA pacnpeneneHnna choc-
$opa HAa NOBEPXHOCTA M BHYTPY 3TX CNOEB. Pe3ynbTaTo ONbITOB CONOCTABNEHLI C METOAOM P eHT
reHOBCKOTO MWKPOaHanuaa.

M. KYCOBCKW, C. N3NYbIHLCKA, X. MOTESTIbHAUKW, X. BAN3bHAK: Ovyucmko sucmyma me
mMoooM 30HHOU NAABKU

MpeameTom pabotel Hbino nccnenoBanune 3HHEKTUBHOCTA OYUCTKYA BUCMYTA B NPOLIECCE 30HHOM
NNABKU C NPUMEHEHUEM UHAYKLUMOHHOIO Harpesa.

Pacnpegenenve npumecen BAONbL CNUTKA ONPeAEnAnocs Ha OCHOBE Pe3ynbTaToOB aHanu3a npo-
BEHHOFO NPV MOMOWM CNEKTPOMETPa Macc.

YCTaHOBNEHO, 4TO B HAaNpPaBnNeHuio ABUXEHUA 30HbI Nepemewatotca B, F, Si, P, S, CI, Cr, Ti.
Pacnpenenenve Fe v Sb BAONb CNUTKA HE NOAYMHANOCH KaKUM-NMB0O 3aKOHOMEPHOCTAM, MO3-
TOMY BEUMUUHAE UX UCXOAHOIO COAEPXKAHUA NMMMUTUPYET 3PP EKTUBHOCTb OUUCTKN BUCMYTA.

C. HEHOPOBCKW, B. BITUHKOB, A. MPYBYbIHbCKW: Cnoco6 esiyucnerus moawu sl NaeHKu
CEEemoYy68cmeumesns HouU IMyIsCul, HaOHECEHHOU HA NAACMUHbI MemoOoM 6bIMAUEAHUA

B craTtbe caenaHa NonbiTka MaTeMaTMyeckoro onpeaeneHuna TONIMHbE NNEHKN CBETOYYBCTBMTE-
NbHOW 3MYNbCUK, OCTAIOWENCA HA NOKPLIBAEMOM Martepuane, Npexae BCero Ha MeTannuyeckux
NOBEPXHOCTAX, NPU UCNOMNb308aHUM cnocoba KOHTponupyemMoro BbiTArusaHua (dip-Coating).
MNpeanoxenHan maremaTuyeckan 3aBUCMMOCTb NO3BONAET ONPEAEnUTb TONIUMHY CnoA GoTope-
31MCTa HA KaXAOM YPOBHE BbITATUBAEMOU NMACTUHbLI, 4TO 0COBEHHO BaXHO ANA NPaKTU4YECKOro
NPUMEHEHWA C Lenbio 60pbbbl ¢ TaK HA3bIBAEMBIM , KITMHOM'' TOMIUUHbLI NNEHOK (hOTOPE3NCTOB.
3KcNepuMeHTanbHan NPoBEpPKa NOATBEPXKASET NPEANOXEHHYIO MaTEMaTUYEeCcKyK) 3aBUCUMOCTb,
KOTOPaA MoXeT 6biTb PEKOMEHAOBAHA ANA NPAKTUYECKOro NPUMEHEHUA.

3. KY3bMA, b. X3fIMUHbLCKWN: Memod nonyveHus 3010ma u3 0mxo008 8 MuKpO3IEKMPOH UKE

CpenaHo oCMOTp MeTOA0B BApKW U BOCCTAHOBINEHUA 3onoTa. [peactasneHo metoa nonyyYeHun
3onoTta u3 otxogoe cnnasos FeNi n FeCo.

A. KOCTKOBCKMW: Uz2omoanerue 06pasyoe uz 60n@pamoeou npoeooKu 08 UCNbIMAHUR 8
3/1EKMPOHHOM MUKDOCKONE MemoooM MpPOHCNapPeHMHbiM

OuckyTMpoBaHo n NpoBepeHo pAa METOAOB AfIA U3rOTOBMEHUA TOHKOW ONbIvY U3 Bonbdpamo-
BOW NPOBONOKY ANA HABNIOAEHVA B 3NEKTPOHHOM MUKPOCKONE METOAOM TPAHCMapeHTHbIM. Pas-
paboTaHO OPUrMHAanNbHbIR METOA NPUTrOAHbBIA ANA XPYNKWAX, PEKPUCTANN30BaHHbIX BOMbMPaMO-
Bbix NpoBonok. Metoa 6a3vpyer Ha MexaHUYECKOW NONUPOBKE U CNEeAYIOWUM 3NEKTPONNTUYE-
CKUM TPABMNeHuIo.

K. B3NABA, B. BY XOf1bLl: /[ToayyeHue menko3epHUCmbIX NOPOUIKOE MASKUX NPUNOCEE MeMOJOM
PacnsiieHuUA wuoK020 Memania

Mpeactasnen metoa NoONyYeHUA MENKO3EPHUCTbIX NOPOWKOB MArKUX NPUNOEB NPEeAHa3HaYeHbix
ANnA NPOU3BOACTBA NanbHbIX NACT, NabopatopHan yCTaHOBKA AMA PacnbiNEHUA XUAKOTO MeTan-
na, a TaKkxe pe3ynbraTbl UCCNEAOBAHUU BMIMAHUA HEKOTOPbIX TEXHOMNOrMYECKUX NapamMeTpoB Ha
rpaHynoMeTpruyeckuin COCTaB NoMy4eHbix NOPOWKOB cnnasa PbSn63 1 npou3BoaAnTENbHOCTL
pacnbinuBarowen PopcyHku.
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